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Плівкові системи типу феромагнетик/напівпровідник широко застосо-

вуються для створення діодних і транзисторних структур, накопичувачів 
інформації великої ємності, датчиків магнітного поля, вимірювачів елек-
тричних струмів та елементів спінтроніки. Широкий спектр можливостей 
застосування таких систем пояснює інтерес до дослідження їх магніторе-
зистивних властивостей та процесів фазоутворення при термообробці.  

Зразки були отримані у технологічному вакуумі методом пошарової 
конденсації з подальшим термовідпалюванням в інтервалі ΔТ = 300 –
 800 К. Вимірювання магнітоопору (МО) проводилися у трьох геометрі-
ях: поздовжній (лінії магнітної індукції В направлені вздовж напряму 
протікання струму), поперечній (перпендикулярно до лінії протікання 
струму) та перпендикулярній (перпендикулярні площині зразка). Вели-
чина МО визначалася за співвідношенням МО = ΔR/R0=(RB-R0)/R0, де RB і 
R0 – опір плівки при заданому полі і без поля.  

Вивчення фазового складу плівок Fe і Ge вказують на його залежність 
від температур підкладки і відпалювання. Зокрема, при конденсації плі-
вок Ge на аморфні підкладки (плівка вуглецю, ситал) вони також мають 
аморфну структуру,   при конденсації на плівку Fe  –  квазіаморфну або 
кристалічну структуру. Плівки Fe незалежно від температури підкладки 
кристалічні. Особливості магніторезистивних та магнітооптичних влас-
тивостей систем на основі Fe і Ge пов’язані із процесами фазоутворення. 
Так, в системах Fe(10)/Ge(x)/Fe(10) при  збільшенні товщини шару Ge від 
2 до 10 нм величина МО змінюється немонотонно і при товщині dGe=3 нм 
має максимальне значення МО = 0,35%, що можна пояснити утворенням 
проміжних фаз FeхGe1-х на межі поділу між шарами. Встановлено також, 
що в системі реалізуються два магнітні стани -  утворюються стабільні 
домени з результуючим вектором намагнічування, направленим перпен-
дикулярно до поверхні плівки. 
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